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1. INTRODUCTION  
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de transistors normally-off. -dessous les 

tion technologique 
HEMT normally-off en GaN -GaN. 

2. HEMT AVEC GRILLE A BARRIERE P-GAN 

er une couche 
de  GaN de type P dans la couche  en dessous de 

 (Fig. 1) la couche de P-GaN est 
de rendre le transistor normally-off [1].  
simulation montrent que cette structure peut afficher une tension 

 [2]. 

 
Fig. 1. en GaN  P-GaN 

3. PROCEDE DE REALISATION TECHNOLOGIQUE 

, en raison 
de En effet, la tension de seuil du tran

gravure. 
. 

 
de recettes de gravure 

 Nous avons donc 
 (RIE) par Cl2 en choisissant 

les  de gravure de 
possible la vitesse de gravure (puissance = 60W, pression = 5 

 [3].  

3N4 

la hauteur de marche m. Celle-
Si3N4 
la Fig. 2 (a). 

             
Fig. 2. 
marche. 

La Fig. 2  TEM lors 
ne gravure de  (25s)

Nous avons alors 
gravure. Ces s plusieurs fois afin 
de optimale 
cette recette qui est  1 nm/s. 
satisfaisante pour un mode de gravure RIE, il est difficile 

 pour ce type de 
gravure.   

La 
(Ra) obtenue 

initiale des couches avant gravure et vaut environ 0,5 nm 
gravure. de 

ne 
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4. CONCLUSION 

 
a permis de mettre en place une recette de gravure, 
vitesse, assurant ainsi  de gravure ordre 

, ce qui permet 
initiale des couches.  partir de ces , nous pouvons 

- performances du 
dispositif obtenu. 
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